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１．概要（Summary） 

コンピュータの高性能化と省電力化の両立に向けて、 

新材料・新原理に基づくデバイス開発が求められている。 

研究開発段階の素子の試作においては、正確かつ自在

にパターンを作製できる露光技術の導入により、様々な

形状のデバイスを効率的に試作・評価することで、ターン

ラウンドタイムを短縮できる。そこで今回、高速マスクレス

露光装置を用いて、素子と測定装置とを電気的に接続す

るためのコンタクトパッドと、直径 1 m サイズの微細な細

孔を作製した。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】  高速マスクレス露光装置、プラズ

マアッシャー、12 連電子銃型蒸着装置、プラズマ CVD

装置、多目的ドライエッチング装置、自動エリプソメータ 

【実験方法】 

 SiO2/Si 基板上に産総研のスパッタ装置を用いて下部

電極(BE)となるPt/Ta連続膜を成膜し、高速マスクレス露

光装置で作製したレジストパターンをマスクとしてパターニ

ングした。その後、プラズマCVD装置を用いて SiO2を成

膜、高速マスクレス露光装置を用いてコンタクトパッドのパ

ターンを作製し、Wet etching によってパターンを転写し

た。その上に 12 連電子銃型蒸着装置を用いて Au/Ti を

成膜し、リフトオフを行った。再度リソグラフィを行い、 

SiO2をエッチングすることで微細な細孔を形成した。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

Figs. 1の (a) と (b) にそれぞれコンタクトパッド作製工

程のフォトリソグラフィ前とフォトリソグラフィ後の BE の光

学顕微鏡像を示す。Fig. 1(b) では BE の中央にコンタ

クトパッド用のレジストパターンが形成されており、正確に

パターニングできていることがわかる。Fig. 2 は SiO2 層

に形成した細孔の光学顕微鏡像である。直径 1 m 程

度の微細な細孔を正確に形成できている。今後は、この

細孔にメモリ用新材料を充填して電気特性評価を行う等

の研究開発を進める予定である。 

 

４．その他・特記事項（Others） 

なし 

 

５．論文・学会発表（Publication/Presentation） 

なし 

 

６．関連特許（Patent） 

なし 

Fig. 1 Optical microscope image of bottom 

electrode (a) before photolithography and (b) after 

photolithography. 

Fig. 2 Optical microscope image of 1 m pore 
fabricated on SiO2 film. 


